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1． はじめに 

高感度イメージセンサの高性能化,高品質化を目的に炭化水素化合物をイオンソースとした炭素ク

ラスターイオン注入による近接ゲッタリング付与エピタキシャルウェーハの研究開発をおこなっている 1)
.

これまでに重金属に対するゲッタリング能力,および基板酸素のエピ層への外方拡散に対する抑制効

果,炭素クラスターイオンにより注入された水素が誘起欠陥を不活性化することを期待する効果の三つ

の特徴 1)を明らかにした.これらの特徴をもつ炭素クラスターイオン注入エピタキシャルウェーハはエピタ

キシャル層にクラスターイオン注入に起因した欠陥が発生しないことが重要であり,欠陥の発生挙動は

注入レンジ最表層の結晶性が大きく影響すると考えている.そのため本報告では,注入レンジ表層数 nm

の結晶性を XPS 分析により定量的に評価し,1 個のクラスターイオンが形成するアモルファス領域を円

柱モデル 2), 3)を用いてクラスターイオンのサイズを変えた際のアモルファス化に対する影響を報告する. 

2． 実験方法 

Si(100)ウェーハに対して C5H5，およびC3H5,C2H5の炭素クラスターイオンに加速電圧を 80keV,Tilt・

Twistを 0°,クラスタードーズ量を 2.0×10
13～8.3×10

14
 Cluster /cm

2となるように注入をおこなった.XPS

分析により各サンプルの Si2p スペクトルを測定し,注入していない Si ウェーハのスペクトルを基準として

各条件のスペクトルをフィッテングすることでアモルファス Si 成分のピーク強度を求めた.表面まで完全

にアモルファスが形成された注入条件のピーク強度を I(saturated )とし,各注入条件におけるピーク強

度 I との比 I/I(saturated)を用いて各クラスター注入条件におけるアモルファス化の割合を求めた． 

3． 実験結果 

Figure 1に求めたアモルファス化の割合に対するクラスターサイズおよびドーズ量依存性を示す.クラ

スターサイズが大きくなるにしたがい低いドーズ量条件においてアモルファス形成が促進されている結

果を得た.さらに,アモルファス化した領域を円柱モデルと仮定した式 2) 
Xα=1-exp(-πR0m/m0)を用いて

円柱モデル断面の半径 R0をパラメータとしてフィッテングすることで各クラスターサイズの R0を求めた.

ここで,mはクラスタードーズ量,m0は表面までアモルファスが形成されるクラスタードーズ量である. 1個

のクラスターイオンがアモルファスを形成する円柱モデルの形状は,Fig. 2 に示すようにクラスターサイ

ズに依存して断面積が大きくなり,かつ形成される深さが浅くなると考える. 

 

 

     

 

 

 
     

      

      

Fig.1 Cluster size and dose amount dependence on           Cylindrical model of amorphous region as a  

amorphous formation rate using XPS analysis        function of cluster size 
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